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１．概要（Summary） 

型酸化アルミニウムガリウム (-(AlxGa1-x)2O3) は、

Al組成を変化させることで 5.3-8.8 eV と高エネルギー領

域でバンドギャップ変調可能な固体材料であり、パワーデ

バイスや深紫外発光デバイスへの応用が期待されている。

デバイス応用には結晶性の高い高品質薄膜の結晶成長

技術が重要である。 

今回、産総研 NPF の共用施設を利用して、-Al2O3

基板上にプラズマ支援分子線エピタキシー(PAMBE)法

で結晶成長した-(AlxGa1-x)2O3 薄膜の結晶構造を評価

した。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

薄膜エックス線回折装置〔ATX-G RIGAKU〕 

エックス線光電子分光分析(XPS)装置 

解析用 PC (XPS用) 

【実験方法】 

PAMBE 法で成長した-(AlxGa1-x)2O3 薄膜の結晶構

造を、薄膜エックス線回折装置およびエックス線光電子分

光分析装置を用いて評価した。測定条件は以下の通り: 

(i) 薄膜エックス線回折装置 

入射 X線光学系: 二結晶モノクロメーター Ge (220) 

測定モード: 2/, スキャン 

(ii) エックス線光電子分光分析装置 

  X線源: モノクロメーター付 Al K 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 PAMBE成長m面-Al2O3基板上 -(AlxGa1-x)2O3薄

膜の X線回折 (XRD) 2/スキャンの結果を Fig.1に示

す。Al組成はXPS測定を用いて求めた。逆格子マッピン

グよりコヒーレント成長を確認した試料では Laue fringe

が観測され、またロッキングカーブの半値幅は 300 arcsec

以下と結晶性の高い薄膜が得られた。また、コヒーレント

成長時の成長方向の歪は、弾性理論を用いて得られた歪

と一致するという結果が得られた。 

 

 

Fig. 1 XRD 2/ scan profiles for the -(AlxGa1-x)2O3 

films grown on m-plane sapphire substrates. 

 

４．その他・特記事項（Others） 

・NEDO先導研究プログラム未踏チャレンジ2050「酸

化アルミニウムを用いた低価格パワーデバイスの開

発」 

・他の機関の利用: 筑波大学, NIMS 微細構造解析プラ

ットフォーム 
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(1) R. Jinno, and H. Okumura, 第 82回応用物理学会

秋季学術講演会, 令和 3年 9月 

 

６．関連特許（Patent） 

なし。 


